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Beschreibung 

Verfahren zur Herstellung einer Halbleitereinrichtung und 
entsprechende Halbleitereinrichtung 

5 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lung einer Halbleitereinrichtung und eine entsprechende Halb- 
leitereinrichtung . 

10 Halbleitereinrichtungen werden ublicherweise entweder iiber 
ein Interposer-Substrat in einem BGA (Ball Grid Array) auf 
einer Leiterplatte angeschlo.ssen oder aber die Halbleiterein- 
^ richtung wird direkt als WLP/CSP (Wafer Level Package/Chip 
Size Package) auf der Leiterplatte angeschlossen . 

15 

Bei einer herkommlichen BGA-Anordnung gemaii Figur 4 ist eine 
Halbleitereinrichtung 10 ilber Lotkugelchen 30 und eine mecha- 
nische Verbindungseinrichtung 31 mit einem Interposer- Sub- 
strat 32 bzw, einem Sockel verbunden. Zum Schutz der Halblei- 

20 tereinrichtung 10 ist diese von einer Ummantelung 33 umgeben. 
Zur elektrischen Kontaktierung des Interposer-Substrats 32 an 
eine Leiterplatte 34 dienen wiederum Lotkugelchen 30. Wie in 
Figur 4 durch die Vergrolierungspro j ektion in dem groBen Oval 
verdeutlicht , erfolgt die Kontaktierung bzw. die Umverdrah- 
'25 tung in bzw. auf dem Interposer-Substrat 32 durch Leiterbah- 
nen 35, beispielsweise aus Kupfer, welche in der Kegel eine 
Breite von mehr als 100 pm und eine Hohe bzw. Starke von mehr 
als 20 pm bei der veranschaulichten Leiterplatten-Technologie 
aufweisen. Dadurch wird eine gute elektrische Anbindung mit 

30 niedrigem Leiterbahnwiderstand gewahrleistet , wobei jedoch 
ein hohes Bauvolumen bzw. eine grofte Aufienabmessung der An- 
ordnung resultiert . 

In Figur 5 ist dagegen eine herkommliche WLP/CSP-Anordnung 
35 gezeigt. In diesem Fall wird die Halbleitereinrichtung 10 

bzw. der Halbleiterchip uber Lotkugelchen 30 direkt mit der 
Leiterplatte 34 verbunden- Wie in Figur 4 wird auch in Figur 
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5 eine AusschnittsvergroBerung durch das grofle Oval verdeut- 
licht, in welcher die Halbleitereinrichtung 10 bzw. der Chip 
mit untenliegenden elektrischen Anschluii- bzw. Kontaktein- 
richtungen 12 dargestellt ist. Diese Kontakt- bzw. Umverdrah- 
tungseinrichtungen 12 weisen im allgemeinen eine Breite von 
mehr als 20 pm und eine Hohe von etwa 2 bis 4 \im auf, welche 
in Dunnschicht-Technologie aufgebracht werden. 

Obwohl die Anordnung gemafi Figur 5 einen kompakteren Aufbau 
ohne das zusatzliche Interposer-Substrat zulafit, besteht bei 
dieser Anordnung ein Nachteil darin, dali die Leitf ahigkeit 
der Umverdrahtungseinrichtung der WLP/CSP urn einen Faktor 5 
bis 10 niedriger als die Leitf ahigkeit eines herkommlichen 
BGAs mit Interposer gemali Figur 4 ist. Der Widerstand der 
Umverdrahtungseinrichtung ist im Vergleich zur BGA-Alternati- 
ve bei einer WLP-Anordnung hoch, weshalb die Leistungsf ahig- 
keit der Anordnung bzw. des Packages insbesondere bei Hoch- 
f requenzanwendungen begrenzt ist. 

In Figur 6 ist der Querschnitt einer herkommlich hergestell- 
ten Halbleitereinrichtung mit Kontakt- bzw. Umverdrahtungs- 
einrichtung dargestellt. Auf einem Halbleitersubstrat 10 
eines Chips bzw. Wafers ist zunachst eine Tragerschicht 11^ 
vorzugsweise aus Titan oder einer Titanverbindung, aufge- 
bracht, an welche sich eine leitfahige Schicht 12 bzw. Lei- 
terbahnebene anschliefit, die beispielsweise Kupfer aufweist. 
Auf die leitfahige Schicht 12 folgt eine Barriereschicht 40, 
die insbesondere Nickel aufweist und das Eindif f undieren von 
Metall-Atomen, beispielsweise Gold, einer Schutzschicht 41, 
welche daruber aufgebracht ist, in die leitfahige Schicht 12, 
z.B. aus Kupfer, zu verhindern. 

Eine solche von oben geschutzte Leiterbahneinrichtung z.B. 
als Kontakt- bzw. Umverdrahtungseinrichtung auf einer Halb- 
leitereinrichtung 10 wird durch verschiedene Herstellungs- 
schritte mit Sputter- und/oder elektrochemischen Abschei- 
dungsprozessen aufgebracht und durch einen Atzprozeli mit 
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einer photochemisch strukturierten Photomaske strukturiert . 
Die Hohe einer solchen Schichtfolge betragt beispielsweise 
etwa 4 bis 6 pm. Nachteile bei einer solchen Anordnung sind 
neben den multiplen Schichtgenerations-Prozessen, welche 
5 einen Zeitaufwand und damit Kosten verursachen, auch darin 
begrundet, daft die Seitenwande der Schichtanordnung auf dem 
Halbleitersubstrat 10 nicht geschutzt sind und damit insbe- 
sondere elektrochemischer Korrosion ausgesetzt sind. Vor 
allem die seitlich freiliegende leitfahige Schicht 12, vor- 
10 zugsweise aus Kupfer, ist der Korrosion ausgesetzt, wobei die 
einzelnen Schichten ein galvanochemisches Element bilden, das 
zu ungewunschten chemischen Reaktionen neigen kann. 

Die notwendigen Schichten und Verf ahrensschritte fiir die 
15 Herstellung einer solchen AnschluB- bzw. Umverdrahtungsein- 
richtung sind in der Regel Aufsputtern einer Haft- bzw. Tra- 
gerschicht 11^ Aufsputtern einer Kupf er-Tragerschicht (nicht 
dargestellt) , Durchfuhren eines Photolithographie-Prozesses 
zur Strukturierung der auf gesputterten Metallisierungen 11, 
20 Abscheiden einer Kupf er-Leiterbahnschicht 12, Abscheiden 
einer Nickelschicht als Barriere- bzw. Puf f erschicht 40, 
Abscheiden einer Goldschicht 41 als Schutz und schlieftlich 
Entfernen der strukturierten Photomaske und Atzen der Trager- 
schicht in Bereichen, in denen zuvor die strukturierte Photo- 
25 maske vorgesehen war. 

In einer solchen Schichtfolge wird die Leitf ahigkeit durch 
die abgeschiedene bzw. plattierte Kupf erschicht 12 bestimmt. 
Eine Verbesserung der Leitf ahigkeit bedeutet Steigern der 

30 Abscheidungs- bzw. Plattierungszeit , welche direkt mit den 
ProzeJi- bzw. Herstellungskosten einhergeht. Um die gleiche 
hohe Leitf ahigkeit wie bei einer BGA-Anbindung gemafi Figur 4 
zu realisieren, die einen Interposer 32 bzw. Sockel aufweist, 
waren die Abscheidungs- bzw. Plattierungskosten fur eine 

35 gemafi Figur 6 bzw. Figur 5 verdeutlichte CSP/WLP-Anschlufi- 
bzw. Umverdrahtungseinrichtung nicht okonomisch. 
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Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfah- 
ren zur Herstellung einer Halbleitereinrichtung und eine 
entsprechende Halbleitervorrichtung bereit zustellen, welche 
AnschluB- bzw. Umverdrahtungseinrichtungen mit einer guten 
d.h. hohen Leitf ahigkeit vorsieht, die kostengunstig her- 
stellbar sind und kleine Gesamtabmessungen der Anordnung 
vorsehen. 

Erf indungsgemaft wird diese Aufgabe durch das in Anspruch 1 
angegebene Verfahren zur Herstellung einer Halbleitereinrich- 
tung und durch die Halbleitervorrichtung nach Anspruch 15 
gelost . 

Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Idee besteht 
im wesentlichen darin, eine hohe Leitf ahigkeit durch Vergro- 
iiern des Leitungsquerschnitts durch Aufbringen einer Lot- 
schicht uber Anschlufl- bzw. Umverdrahtungseinrichtungen bzw. 
Leitungen, ohne einen kostenaufwendigen Plattierungs- bzw. 
Abscheidungsschritt zur Steigerung der Kupferdicke bzw. des 
leitenden Querschnitts vorzusehen. 

In der vorliegenden Erfindung wird das eingangs erwahnte 
Problem insbesondere dadurch gelost, dafi auf einem Halblei- 
tersubstrat, welches eine strukturierte Leiterbahnebene dar- 
auf aufweist, eine strukturierte Lotschicht auf der struktu- 
rierten Leiterbahnebene zum Vergrofiern des leitfahigen Quer- 
schnitts aufgebracht wird. 

In den Unteranspruchen finden sich vorteilhafte Weiterbildun- 
gen und Verbesserungen des jeweiligen Erf indungsgegenstandes . 

GemaB einer bevorzugten Weiterbildung wird die Leiterbahnebe- 
ne in einem Sputter-ProzeB aufgebracht. 

Gem^fi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung weist die 
Leiterbahnebene, welche aufgebracht wird, ein Metall, vor- 
zugsweise Kupfer und/oder Aluminium, auf. 
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Gemali einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird die Lei- 
terbahnebene in einem photolithograpischen Prozeli struktu- 
riert. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung sieht die 
strukturierte Leiterbahnebene auf dem Halbleitersubstrat eine 
Trager- bzw. Barriereschicht vor, die vorzugsweise Titan 
aufweist und wie die Leiterbahnebene strukturiert wird. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird die 
strukturierte Lotschicht in einem Print-Prozeli aufgebracht 
und durch Wiederverf liissigen bzw. Reflow des Lots in vorbe- 
stimititer Weise verteilt. 

Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird die Lot- 
schicht in einem TauchlotprozefJ aufgebracht, in welchem die 
mit der strukturierten Leiterbahnebene versehene Oberseite 
des Halbleitersubstrats in ein Lotbad eingetaucht wird. 

Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird vor dem 
Aufbringen der Lotschicht eine Lotstoppeinrichtung selektiv 
uber vorbestimmten Abschnitten der Anordnung aufgebracht. 



Gemali einer weiteren bevorzugten Weiterbildung werden Seiten- 
wande der strukturierten Leiterbahnebene und/oder der Trager- 
bzw. Barriereschicht mit Lot benetzt. 



Gemaii einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird beim 
30 Aufbringen der Lotschicht sowohl Lotbahnen als auch Lotkugeln 
zur Kontaktierung von weiteren Halbleitereinrichtungen 
und/oder einer Leiterplatte in vertikaler Richtung, vorzugs- 
weise im gleichen Prozeiischritt , gebildet. 

35 Gemafi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird nach dem 
Aufbringen der strukturierten Lotschicht ein nichtleitf ahiger 
Kunststoff, vorzugsweise ein Polymer, derart aufgebracht, dafi 
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die Spitzen der Lotkugeln zur vertikalen Kontaktierung aus 
dem Kunststoff herausragen^ wobei sonstige Lotstrukturen 
uberdeckt werden. 

Gertiali einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird das auf- 
gebrachte Polymer erst bei dem oder nach dem elektrischen 
Kontaktieren mit einer weiteren Halbleitereinr ichtung 
und/oder einer Leiterplatte in vertikaler Richtung ausgehar- 
tet . 

Gemali einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird das Poly 
mer in einem Print-Prozefi aufgebracht. 

GemaB einer weiteren bevorzugten Weiterbildung wird die leit 
fahige Leiterbahnebene in einem Print- bzw. Prage-ProzelJ mit 
einer hochreaktiven Substanz, welche zumindest ein Edelme- 
tall, wie vorzugsweise Platin oder Palladium, aufweist, auf 
dem Halbleitersubstrat und/oder Kontakteinrichtungen wie 
Bondpads gebildet . 

Ausf uhrungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen 
dargestellt und in der nachf olgenden Beschreibung naher er- 
lautert • 

Es zeigen: 

Figur 1 den Querschnitt einer gemafi einer Ausf lihrungsform 
der vorliegenden Erfindung hergestellten Halblei- 
tereinr ichtung; 

Figur 2 eine Draufsicht eines Ausschnitts zur Erlauterung 
einer Ausf iihrungsf orm der vorliegenden Erfindung; 

Figur 3 eine Querschnittsansicht der Vorrichtung gemali 
Figur 2; 
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Figur 4 den Querschnitt einer ublichen Halbleitereinrich- 
tung mit einer Vergrolierungspro j ektion; 

Figur 5 den Querschnitt einer bekannten Halbleitervorrich- 
tung mit einer Vergrofierungspro j ektion; und 

Figur 6 den Querschnitt einer nach einem ublichen Verfahren 
her ges tell ten Halbleitervorrichtung . 

In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder 
f unktionsgleiche Bestandteile . 

Figur 1 zeigt den Querschnitt einer gemafi einer Ausfuhrungs- 
form der vorliegenden Erfindung hergestellten Halbleitervor- 
richtung. 

In Figur 1 ist ein Halbleitersubstrat 10 dargestellt, auf 
welches, vorzugsweise in einem Sputter-Prozefi, eine Trager- 
schicht 11 vorzugsweise aus einem Metall, wie beispielsweise 
Titan, aufgebracht ist. Eine weitere Metallisierung 12, die 
ebenfalls vorzugsweise auf gesputtert wird, beispielsweise aus 
einem leitfahigen Material, wie Kupfer und/oder Aluminium, 
schlieftt sich an die Tragerschicht 11 an. In einem photoli- 
thographischen Verf ahrensschritt wird daraufhin durch Auf- 
bringen und Belichten eines Photolacks eine strukturierte 
Photomaske gebildet, und in einem darauf f olgenden Atzschritt 
wird die auf gebrachten Metallisierungsschichten 11 und 12 
strukturiert . Daran schlieflt sich das Entfernen des Photo- 
lackmusters bzw. der Photolackmaske und eine Tragerschicht- 
Atzung an. 

Bevor nun zur Vergrolierung des leitenden Querschnitts der 
strukturierten, leitfahigen Schicht 12 bzw. der Leiterbahn- 
ebene 11, 12 eine Lotschicht 13 aufgebracht wird, ist es z.B. 
moglich, eine Lotstoppeinrichtung bzw. -schicht (nicht darge- 
stellt) selektiv auf zubringen, um vorbestimmte Abschnitte auf 
der strukturierten Leiterbahnebene 11, 12 f reizuhalten . 
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Zum Aufbringen der Lotschicht 13 auf die strukturierte Lei- 
terbahnebene 12 wird beispielsweise, in einem Print-Prozefi 
Lot auf die strukturierte Leiterbahnebene 11, 12 bzw. die 
5 Umverdrahtungseinrichtungen 11, 12 aufgebracht und durch 

Wiederverf liissigen in einem Ref low-Prozefi verteilt. Auf diese 
Weise kann das elektrisch leitfahige Lot kostengunst ig aufge- 
bracht werden und eine Querschnittsvergrofterung des Leitungs- 
querschnitts der strukturierten Leiterbahnebene 12 vorsehen. 

10 

Vorzugsweise weist das Lot in flussigem Zustand beispielswei- 
se beim Ref low-Prozeli eine Oberf lachenspannung auf, welche so 

i'l^ gewahlt ist, daI5 die Hohe 14, 24 einer lotbenet zten, Leiter- 
bahnstruktur 11, 12 in etwa der halben Strukturbreite 15, 25 

15 der Leiterbahnstruktur entspricht. Das Lot 13 uberdeckt bzw. 
benetzt die Seitenwande 16 der strukturierten Leiterbahnebene 
11, 12 und vorzugsweise auch der Tragerschicht 11. Somit sind 
diese Seitenwande 16 gegen elektrochemische Korrosion durch 
das Lot geschiitzt. 

20 

Die vertikale Loterstreckung 14 belauft sich uber einer Lei- 
terbahnstruktur 17 der Leiterbahnebene 12 an die benotigte 
Leitf ahigkeit anpafibar vorzugsweise im Bereich zwischen 10 
bis 25 pm bei einer variablen Strukturbreite des Leiterbahn- 
25 abschnitts 17 der Leiterbahnebene 12 von z.B. etwa 20 bis 50 
W ]xm. Die Lotstrukturhohe 24 bzw. vertikale Loterstreckung auf 
einer Anschluli- bzw. Verbindungseinrichtung 18 der Leiter- 
bahnebene 11, 12 ist ebenfalls an die benotigte Leitf ahigkeit 
anpafibar und belauft sich vorzugsweise auf etwa 150 bis 300 
30 \im und die Lotstrukturbreite 25 bzw. horizontale Loterstre- 
ckung auf einer Anschluli- bzw. Verbindungseinrichtung 18 der 
Leiterbahnebene 12 z.B. auf etwa 300 bis 600 pm. 

Anstatt das Lot 13 in einem Print-Prozefl mit nachf olgender 
35 Wiederverf lussigung des Lots 13 und somit eine Verteilung des 
Lots auf vorbestimmten Abschnitten der Leiterbahnebene 12 
aufzubringen ist eine Benetzung der strukturierten Leiter- 
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bahnebene 12 in einem Lot- bzw. Lotbad alternativ vorgesehen. 
Hierzu wird das Halbleitersubstrat 10 mit der strukturierten 
Leiterbahnebene 12 und/oder der wie die strukturierte Leiter- 
bahnebene 12 strukturierte Tragerschicht 11 vorzugsweise mit 
5 der metallisierten Seite nach unten in ein Lotbad einge- 

taucht. Die nicht mit einer Lotstoppeinrichtung (nicht darge- 
stellt) bzw. Lotstoppschicht versehenen Abschnitte der struk- 
turierten Leiterbahnebene 12 werden daraufhin mit Lot 13 
benetzt, wobei das Volumen des benetzenden Lots 13 von der 

10 gewahlten Oberf lachenspannung des Lots im flussigen Zustand 
und der Leiterbahnstrukturabmessung abhangt . Vorzugsweise 
taucht nur die strukturierte Leiterbahnebene 12 und/oder die 
ebenso strukturierte Tragerschicht 11 in das heilie, flussige 
Lot ein, wobei das Halbleitersubstrat 10 nicht unmittelbar in 

15 das Lotbad eingetaucht wird. 

Figur 2 zeigt eine Draufsicht eines Ausschnitts zur Erlaute- 
rung einer Ausf iihrungsf orm der vorliegenden Erfindung. 

20 In Figur 2 ist ein mit Lot 13 benetzter Leiterbahnabschnitt 
17 und eine ebenfalls mit Lot 13 benetzte AnschluB- bzw. 
Verbindungseinrichtung 18 auf dem Halbleitersubstrat 10 dar- 
gestellt . 

25 In Figur 3 ist die Anordnung gemali Figur 2 im Querschnitt 

^ verdeutlicht . Auf dem Halbleitersubstrat 10 ist sowohl im 
Leiterbahnabschnitt 17 als auch im AnschluEi- bzw. Verbin- 
dungseinrichtungsabschnitt 18 eine Benetzung mit Lot 13 vor- 
gesehen. Aufgrund der grofieren horizontalen Erstreckung der 

30 AnschlulSeinrichtung 18, wie in Figur 2 dargestellt, resul- 

tiert gemali Figur 3 im Bereich der vertikalen Kontaktierungs- 
einrichtung 18, welche zum Anbinden weiterer Halbleiterein- 
richtungen und/oder einer Leiterplatte vorgesehen ist, auch 
eine hohere vertikale Erstreckung des Lotes in diesem Ab- 

35 schnitt. 
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Eine erf indungsgemafte Halbleitervorrichtung, beispielsweise 
gemali Figur 1, kann zusatzlch mit einem auf Wafer-Ebene auf- 
gebrachten Fiill-Polymer versehen sein, welches in einem 
Print- Oder Verteilungsprozefi nach dem Reflow des Lots aufge- 
5 bracht wird und dabei vorzugsweise die in ihrer vertikalen 
Erstreckung kurzeren Lot strukturen, wie beispielsweise die 
mit Lot benetzten Leiterbahnabschnitte 17, auf den Umverdrah- 
tungseinrichtungen 12 einkapseln und" die Lotkugeln, welche 
insbesondere fur eine vertikale Kontakt ierung vorgesehen 

10 sind, einbetten, ohne sie zu uberdecken, so dafl die Lotkugel- 
spitze iiber das Fiillmaterial hinausragt. Diese Flilleinrich- 
tung wird dann wahrend des Wiederverf liissigens der Lotkugeln 

''^lll^ zur vertikalen Kontaktierung weiterer Halbleitereinrichtungen 
und/oder einer Leiterplatte aktiviert und haftet somit an der 

15 zusatzlichen Halbleitereinrichtung und/oder der Leiterplatte, 
wodurch eine feste mechanische Verbindung zwischen beispiels- 
weise der Leiterplatte und dem Chip sichergestellt wird. 

Anstatt die Tragerschicht 11 und/oder die Leiterbahnebene 12 
20 auf zusputtern, konnen die Verbindungseinrichtungen bzw. -ab- 
schnitte 18 (Bondpads) , z.B. aus Aluminium, und die Passivie- 
rung des Halbleiterchips gleichzeitig durch Drucken oder 
Aufpragen von Chemikalien, welche hochreaktive Komponenten 
mit Edelmetallen, wie Pt oder Pd, aufweisen, aktiviert wer- 
! 25 den. Die auf diese Weise erzeugte Struktur sowohl iiber dem 
^ Aluminium eines Bondpads als auch iiber der Passivierung des 
Halbleitersubstrats wird von Lot benetzt. Bei diesem Verfah- 
ren ist die aufgebrachte Tragermetallisierung sehr diinn, 
wobei die kostenintensiven photolithographischen Schritte, 
30 welche zum Strukturieren der Tragermetallisierungsleiterbah- 
nen erforderlich sind, vermieden werden. 

Obwohl die vorliegehde Erfindung vorstehend anhand bevorzug- 
ter Ausf iihrungsbeispiele beschrieben wurde, ist sie darauf 
35 nicht beschrankt, sondern auf vielfaltige Weise modifizier- 
bar . 
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Obwohl in den Ausf uhrungsbeispielen konkrete Abmessungsvor- 
schlage fur Leiterbahnstrukturen bzw. Kontaktierungseinrich- 
tungen unterbreitet wurden, sind sowohl groftere als auch 
kleinere Strukturen denkbar. Darliber hinaus sind die ange- 
dachten Materialien z.B. fur die Leiterbahnebene bzw. die 
eventuell vorhandene Tragerschicht beispielhaft zu verstehen. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitereinrichtung 
mit den Schritten: 

Aufbringen einer Leiterbahnebene (11^ 12) auf ein Halb- 
leitersubstrat (10) ; 

Strukturieren der Leiterbahnebene (11, 12); und 

Aufbringen einer Lotschicht (13) auf der strukturierten 
Leiterbahnebene (11,. 12), derart, dal3 die Lotschicht 
(13) die Struktur der Leiterbahnebene (11, 12) annimmt. 



15 2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 
dali die Leiterbahnebene (11, 12) in einem SputterprozeS 
Oder in einem auBenstromlosen Abscheidungsprozefi aufge- 
bracht wird. 

20 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daii die Leiterbahnebene (12), welche aufgebracht wird, 
ein Metall, vorzugsweise Kupfer und/oder Nickel und/oder 
25 Aluminium, aufweist. 

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft die Leiterbahnebene (11, 12) mit Hilfe eines photo- 
30 lithographischen Prozelies strukturiert wird. 



Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet. 
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daB auf dem Halbleitersubstrat (10) eine Tragerschicht 
(11) aufgebracht wird, die vorzugsweise Titan aufweist, 
und wie die Leiterbahnebene (12) strukturiert wird. 

5 6. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafJ die Lotschicht (13) in einem Printprozeli aufgebracht 
und durch Wiederverf liissigen bzw. Reflow des Lots in 
vorbestimmter Weise verteilt wird. 

10 

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi) die Lotschicht (13) in einem Tauchlotprozefii aufge- 
bracht wird, in welchem die mit der strukturierten Lei- 
15 terbahnebene (11, 12) versehene Oberseite des Halblei- 

tersubstrats (10) in ein Lotbad eingetaucht wird. 

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

20 dafJ nach dem Strukturieren der Leiterbahnebene (11, 12) 

und vor dem Aufbringen der Lotschicht (13) eine Lot- 
stoppschicht selektiv auf vorbestimmten Abschnitten der 
Anordnung aufgebracht wird. 

25 9. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 
dali Seitenwande (16) der strukturierten Leiterbahnebene 
(11, 12) und/oder der Tragerschicht (11) mit Lot benetzt 
werden . 

30 

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet. 
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daB beim Aufbringen der Lotschicht (13) sowohl Lotbahen 
als auch Lotkugeln (30) zur Kontaktierung von weiteren 
Halbleitereinrichtungen und/oder einer Leiterplatte in 
vertikaler Richtung^ vorzugsweise im gleichen Pro- 
zeflschritt, gebildet werden, 

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali nach dem Aufbringen der Lotschicht (13) ein nicht 
leitfahiger Kunststoff, vorzugsweise ein Polymer, derart 
aufgebracht wird, daI3 die Spitzen der Lotkugeln (30) zur 
vertikalen Kontaktierung aus dem Kunststoff herausragen, 
wobei sonstige Lotstrukturen iiberdeckt werden. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi das aufgebrachte Polymer erst bei dem oder nach dem 
elektrischen Kontaktieren mit einer weiteren Halblei- 
tereinrichtung und/oder einer Leiterplatte in vertikaler 
Richtung ausgehartet wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

dali das Polymer in einem Printprozess aufgebracht wird. 

14. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die leitfahige Leiterbahnebene (12) in einem Print- 
bzw. Prageprozess mit einer hochreaktiven Substanz, wel- 
che zumindest ein Edelmetall, wie vorzugsweise Platin 
Oder Palladium, aufweist, auf dem Halbleitersubstrat 
(10) und/oder Kontakteinrichtungen wie Bondpads gebildet 
wird. 
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15. Halbleitervorrichtung mit: 

einem Halbleitersubstrat (10); 

5 

einer strukturierten Leiterbahnebene (11, 12) auf dem 
Halbleitersubstrat (10); und 

einer Lotschicht (13) auf der strukturierten Leiterbahn- 
10 ebene (11, 12) zum Vergrofiern des leitfahigen Quer- 

schnitts, wobei die Lotschicht (13) die Struktur der 
Leiterbahnebene (11, 12) annimmt. 



16. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 15, 

15 d'adurch gekennzeichnet, 

dali die strukturierte Leiterbahnebene (12) ein Metall, 
insbesondere Aluminium und/oder Kupfer, aufweist. 

17. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, 
20 dadurch gekennzeichnet, 

dali die strukturierte Leiterbahnebene (11, 12) eine wie 
die Leiterbahnebene (12) strukturierte Tragerschicht 
(11) auf dem Halbleitersubstrat (10) vorsieht, welche 
vorzugsweise Titan und/oder Kupfer aufweist. 

25 

18. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspriiche 15 bis 
17, 

dadurch gekennzeichnet, 
dali Seitenwande (16) der strukturierten Leiterbahnebene 
30 (11, 12) und/oder der Tragerschicht (11) mit Lot benetzt 

sind. 
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19. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspriiche 15 bis 
18, 

dadurch gekennzeichnet, 
daft die Halbleitervorrichtung mit zumindest einer weite- 
ren Halbleitervorrichtung und/oder einer Leiterplatte 
iiber einen Kunststoff bzw. ein Polymer mechanisch ange- 
bunden ist, wobei die elektrische Anbindung in vertika- 
ler Richtung uber Lotkugeln (30) vorgesehen ist. 

20. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspruche 15 bis 

dadurch gekennzeichnet^r 
daft die strukturierte Lotschicht (13) eine Lotschichtho- 
he (14, 24) aufweist, welche in etwa der halben Struk- 
turbreite (15, 25) der strukturierten Leiterbahnebene 
(12) entspricht. 
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Zusammenf assung 

Verfahren zur Herstellung einer Halbleitereinrichtung und 
entsprechende Halbleitereinrichtung 

Die vorliegende Erfindung stellt ein Verfahren zur Herstel- 
lung einer Halbleitereinrichtung bereit, mit den Schritten: 
Aufbringen einer Leiterbahnebene (11, 12) auf ein Halbleiter 
substrat (10); Strukturieren der Leiterbahnebene (12); und 
Aufbringen einer Lotschicht (13) auf der strukturierten Lei- 
terbahnebene (11, 12), derart, dafi die Lotschicht (13) die 
Struktur der Leiterbahnebene (11, 12) annimmt . Die vorliegen 
de Erfindung stellt ebenfalls eine solche Halbleitervorrich- 
tung bereit. 



Figur 1 
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Bezugszeichenliste 

10 Halbleitersubstrat bzw. HL-Wafer oder HL-Chip 

11 Tragerschicht bzw. Barriereschicht , z.B. Titan aufwei- 
5 send 

12 leitfahige Schicht, insbesondere Leiterbahnebene 

13 Lotschicht, insbesondere Leiterbahn 

14 Lotstrukturhohe bzw. vertikale Loterstreckung auf einem 
Leiterbahnabschnitt der Leiterbahnebene 

10 15 Lotstrukturbreite bzw. horizontale Loterstreckung auf 
einem Leiterbahnabschnitt der Leiterbahnebene 
41^^X16 Seitenwand der Leiterbahnebene 

17 Leiterbahnabschnitt der Leiterbahnebene 

18 Anschluss- bzw. Verbindungseinrichtung der Leiterbahn- 
15 ebene 

24 Lotstrukturhohe bzw. vertikale Loterstreckung auf einer 
Anschluss- bzw. Verbindungseinrichtung der Leiterbahn- 
ebene 

20 25 Lotstrukturbreite bzw. horizontale Loterstreckung auf 

einer Anschluss- bzw. Verbindungseinrichtung der Leiter- 
bahnebene 

30 Lotkugelchen (solder bump) 

25 31 mechanische Chipanbindung 

32 Int erposer subs t rat 

33 Chipummantelung 

34 Leiterplatte 

35 Leiterbahn auf Interposersubstrat mit Durchkontaktierung 

30 

40 Barriereschicht , vorzugsweise mit Ni 

41 Schutzschicht , z.B. aus Au 
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